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１．概要（Summary） 

側鎖に重合性環状シロキサン部位を有するπ電子

共役液晶を合成し、その液晶性と電子物性を評価する。

また、得られた液晶化合物の薄膜化、重合を検討する。

さらに、作製した薄膜の構造評価、及び、デバイス応

用を検討する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

触針式表面形状測定器（ULVAC社製, DekTak8） 

【実験方法】 

側鎖に重合性のシクロテトラシロキサン環を有するペリ

レンテトラカルボン酸ビスイミド誘導体、フェニルターチオ

フェン誘導体を合成し、スピンコート法により薄膜を作製し

た。酸蒸気暴露により薄膜を重合し、得られた薄膜の電

気伝導性、強誘電性を検討した。薄膜の厚さ、表面形状

を触針式表面形状測定器（ULVAC 社製, DekTak8）に

よって評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ペリレンテトラカルボン酸ビスイミドにシクロテトラシロキ

サン環とトリエチレンオキシド鎖を導入した液晶化合物 1

を合成した(Fig.1 (a))。化合物１は室温でカラムナー相を

示し、電子輸送性とイオン透過性を有する(Fig.1 (b))。厚

さ 200 nmの重合薄膜をNa2S2O4水溶液に浸漬すると、

電気伝導性が 6ケタ上昇し、導電率は 1×10-4 S/cmに達

した。また、エレクトロクロミズムを示した(Fig.1 (c))。 

側鎖末端にシクロテトラシロキサンを有するフェニルタ

ーチオフェン誘導体 2 は強誘電性を示す(Fig.1 (d))。ス

ピンコート法により厚さ300 nmの薄膜を作製した。この薄

膜も強誘電性を示した。70℃で CF3SO3H蒸気に曝露す

ると、薄膜状態で重合した(Fig.1 (e))。 
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Fig.1 (a) Molecular structure of compound 1, (b) 

schematic of the columnar phase, and (c) electro- 

chromism of polymerized film. (d) Molecular 

structure of compound 2, and (e) AIROP of thin film. 


